






















































专利名称(译) 制造半导体元件的方法，包括半导体元件的有机发光显示装置，以及制造有机发光显示装置的方法
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摘要(译)

如下提供制造半导体元件的方法。在具有源区，漏区和沟道区的衬底上
形成具有二维层状结构的半导体层。使用三甲基铝作为前体和异丙醇作
为反应气体，通过原子层沉积在半导体层上形成高k绝缘层。在高k绝缘
层上的沟道区中形成栅电极。在栅电极上形成绝缘中间层。源极和漏极
形成在绝缘夹层上的源极和漏极区域中。
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